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１．概要（Summary） 

グラフェンをはじめとする 2次元原子薄膜は、従来のバ

ルクには見られない特異な構造と性質を有する[1]。近年

では元素組成により物性が大きく変化する金属ダイカルコ

ゲナイドが注目を集めている。本研究では、スパッタリング

法により堆積した金属カルコゲナイド膜（SnS2）の結晶構

造、および、ポストアニール処理が及ぼす影響を調べるこ

とを目的として、ナノプロセシング施設（NPF）の設備を利

用して実験を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

エックス線回折装置(XRD)、触針式段差計、ナノサー

チ顕微鏡 SPM3[SFT-3500] 

 

【実験方法】 

 各種条件により熱処理したスパッタ膜の厚み、および、

結晶構造を上記装置を用いて測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

スパッタリング法により、室温において金属カルコゲナ

イド膜を熱酸化膜付き Si基板上に堆積させた。堆積後の

膜の厚みをナノサーチ顕微鏡により測定した結果、約 8 

nmであることが分かった。これは、おおよそ 15原子層分

の金属カルコゲナイドに相当する。成膜後、アルゴン、硫

化水素雰囲気において膜のポストアニール処理を行い、

XRD を用いて各スパッタ堆積膜の結晶構造を分析した。

Fig. 1 に実験結果を示す。堆積後の膜（黒線：as-depo.）

からは回折ピークは得られなかった。一方、硫化水素雰

囲気で処理した膜（赤線）からは明瞭なピークが得られた。

また、(100)ピークのみ観察されたことから、膜中の金属カ

ルコゲナイド原子層が c軸配向（基板垂直方向に積層）し

ていることが示唆された。これに対し、アルゴン雰囲気で

熱処理した膜（青線）からは、回折ピークが得られなかった。

この結果は、ポストアニールによるスパッタ堆積膜の結晶

化には、膜の構成元素を含む硫化水素の導入が重要で

あることを示している。 
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Fig. 1 XRD Spectra of metal chalcogenide film. 


